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方向に-軸性応力を加えると高応力極限で約 10% , 束縛エネルギーが減少した｡
(2)零応力状態で<111>方向に磁場を加えた場合,Siの,Si(AS)では, 磁場と共に光伝
導信号は減衰する傾向を示したが,Si(Li)では減衰せず,明らかに異なる傾向を示した｡













在し,Mnイオンは -Mnl=JIMn2 左 Mn3互 hh4tlMn512仙 6-のように磁気的につながっ
ている｡そこで強い交換相互作用 ∫1 で結ばれているスピンは pairを作っているとし, これ
らのスピンを pai,スピンと呼び, pairスピンと弱い交換相互作用 J2 で結ばれているスピン
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